
219Półprzewodnikowe azotkowe źródła światla

zostaną osiągnięte i musimy się uzbroić w 
cierpliwość, lecz to należy do natury proce-
sów badawczych i opartego na nich postępu 
technicznego. Osiągnięcia badawcze Akasa-
kiego, Amano i Nakamury zmienią świat w 
przyszłości w stopniu znacznie większym niż 
obserwowany obecnie. 

i bardziej ambitnych celów wymaga syste-
matycznego prowadzenia badań i rozwoju 
technologii. Możemy oczekiwać osiągnięcia 
tych i innych celów gdyż systematyczne pra-
ce badawcze w wielu laboratoriach dają na-
dzieję na postęp w tej dziedzinie. Naturalnie 
nie możemy określić, w jakim czasie te cele 
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Streszczenie

Podstawy fizyczne działania półprzewodniko-
wych przyrządów emitujących światło, tzn. diod lase-
rowych i elektroluminescencyjnych zostały omówio-
ne w zwięzły sposób. Historyczny rozwój badań nad 
zastosowaniem półprzewodnikowych źródeł światła, 
w tym źródeł światła czerwonego został zarysowa-
ny. Trudności i rozwój półprzewodnikowych źró-
deł światła w ostatnim półwieczu został omówiony. 
Przełomowy wkład Isamu Aksaki, Hiroshi Amano i 
Shuji Nakamuro w rozwój badan i technologii diod 

SEMICONDUCTOR NITRIDE LIGHT SOURCES: 2014 NOBEL PRIZE IN PHYSICS TO ISAMU 
AKASAKI, HIROSHI AMANO AND SHUJI NAKAMURA

Summary

opartych o azotki metali grupy III, który doprowa-
dził do powstania źródeł światła niebieskiego, zielo-
nego i fioletowego w latach 90. XX w., i został uho-
norowany Nagrodą Nobla z fizyki w 2014 r., został 
szczegółowo opisany. Dalszy rozwój dziedziny do 
chwili obecnej i jej perspektywy zostały zarysowane. 
Rola polskich ośrodków naukowych w tej dziedzinie, 
znacząca w skali światowej, została również lakonicz-
nie omówiona.  

Physical foundations of semiconductor light 
emitting devices, i.e. laser diodes (LDs) and light 
emitting diodes (LEDs), and history of studies con-
cerning application of semiconductor light sourc-
es, including sources of red light, are shortly out-
lined. The seminal contributions of Isamu Akasaki, 
Hiroshi Amano and Shuji Nakamura to the inves-
tigations and applications of the group III metal 

nitrides that led to emergence of blue, green and 
violet light sources in the last decade of XX cen-
tury, honored by 2014 Nobel Prize in Physics,  are 
presented  in detail. Further developments in this 
area  up to the present day and future perspec-
tives, including the important role played therein 
by Polish research institutions, are also sketched. 
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